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Familias logicas

Familias Logicas

Tecnologia Bipolar BiICMOS Tecnologia MOS
ECL TTL LVCMOS CMOS NMOS
STTL | |LSTTL| [ ASTTL| | ALSTTL AHCMOS | | HCMOS| | CMOS
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Niveles 1ogicos (CMOS)
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Caracteristica de transferencia (VTC)
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Corrientes y Fan-out
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Conmutacion en las puertas

transistor bipolar en conmutacion
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Inversor TTL entrada en alto
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Inversor TTL entrada en bajo
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Consumo de potencia

Vee
©

l ICC
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e Depende de entradas (y salida) de la puerta -> estado de los
transistores internos



Carga de las puertas

Vee
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e Corriente absorbida => resistencia pull-down -> aumenta Vo

. | Vee
sourcing
current”
CMOS
inverter
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R [OHmax \
n
= | Nle

e Corriente entregada => resistencia pull-up -> aumenta Vo

e Corrientes demasiado grandes => Vo no valida




Tiempos de transicion
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e Conmutacion de la puerta => carga y descarga de capacidades de salida

e (arga capacitiva = suma de las cargas

e Tiempo de transicion = tiempo de carga RC
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Tiempos de subida y bajada
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Retardos de propagacion
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e Retardo de propagacion = tiempo que tarda en “reaccionar’ la puerta

e Se mide desde 50% entrada hasta 50% de la salida



Comparativa Familias 16gicas

Characteristic Standard TTL L5-TTL ALS-TTL HCMOS
Yee 3y SY 3Y 3Y
V11 20% 20% 20% LARRY
YIL 08Y 08y 08y L1y
YoH 24Y 2TY 2TY 3TY
VoL 04%Y 05Y 04%Y 04%Y
I1g 40 A 20 pA 20 A | LA
I11. 16 mA -0.36 mA 02 mA -l yA
Iow 400 pA 400 pA 400 pA 4 mA
IoL 16 mA 5 mA 4 mA 4 mA
Propagation delay 10 ns 9.5 ns 4 nz 9 ns
Static power disipation 10 W 3 W [ W 00005 BW
(0]
Dynatiic posver 10 mW 2 W | W 017 mW

disipation at =100 kHz




Evolucion de las familias 16gicas

Introduction Growth Maturity Saturation Decline
Highest performance High level of Multiple suppliers Limited new designs Decreasing
New technologies supplier resources High-volume production Limited investment supplier base
High design-in Not recommended
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FXL Volfage DIMM
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- Tinylogic Ultra Low Power (ULP/ULP-A)
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2008 2003 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1958
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Realizacion de buses

Bus de Datos
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conexi0n de salidas totem-pole
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Salidas en colector abierto
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Caracteristicas de la salida en c.abierto

Vce

VGLI> | Vs
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e Funcion AND cableada

e Valor de R limitado por los niveles 16gicos y corrientes de puerta

« Mayor valor de R aumenta t (mayor tiempo de carga)



Puertas de tres estados

+V

J indiferente
3.
+ X
]
i

Y O—
ABIERTO

Habilitacion D

ALTO(H)
(habilitaci6n)
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e Tercer estado = Alta Z => “desconectados del circuito”



Conexion TTL-CMOS
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« Necesidad de resistencia externa R, -> “paralela” a la resistencia
de pull-up => reduce pull-up => aumenta V_,
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Disparador trigger-schmitt
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e (Circuito con histéresis

e Uso ->regeneracion de sefiales / eliminar ruido



Buffers y transcervers

e Buffers
- Mayor capacidad de salida (I, y/o 1

o)

— Uso para atacar cargas (leds, motores, etc.) o aumentar el fan-
out

e Transceivers -> buffers bidireccionales
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